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(54) Flachiger Trager fur ein Chipmodul und Herstellungsverfahren fur ein Chipmodul 



(57) Die Erfinduhg schl&gt einen flSchigen trager, 
insbesondere fur ein Chipmodul fur den Einsatz in Chip- 
karten, mit einer ersten und einer zwerten Hauptseite 
vor, bei dem auf der ersten IHauptseite eine Vielzahl an 
ersten Metallislerungen und auf der zweiten Hauptseite 
eine entsprechende Anzahl an zweiten (Metallislerun- 
gen vorgesehen ist. Die lateralen Ausnehmungen des 



flachigen Tragers sind derart bemessen. daB der flichl- 
ge Trager von einem SMD-BestQckungsautornaten wel- 
ter verarbeitet warden kann. HIerdurch Ist die Venwen- 
dung von gunstlgen Materialien und garigigen Arbelts- 
verfahren mdgllch. Andererseits kann mit einem SMD- 
Bestuckungsautomaten ein sehr hoher Durchsatz er- 
zieltwerden. 
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Beschrelbung 



rOOOIl Die Etfindung betrifft einen fISchigen Trager. 
nsbesonderefQr ein ChipmodulfOrden Einsatz in CTnp- 

karten mit einer ersten und einer zweiten Hauptsette. 
bei dem auf der ersten Hauptsette eine Vielzahl an er- 
sten Metallisierungen und auf der zwerten Hauptserte 
Se emsprechenSe Anzahl an zwetten Metallisierun- 

?Oo"oa'^ETaTsSrn Stand derTechnikbete^^^^ 

eg« eingesetztes Chipmodul fur Chipkarten ^ 
Ser4ur8da%estem.DasChipmodul16weistelnen 

mger 19 auf. der Oblteherweise aus Epoxydharz be- 
I^Auf einer ersten Hauptsette desTrage,s19«te,n 

Halbleiterchip 9 aufgebracht. derbel8p.elswe»emtttete 
Kleben mit dem Trager 19 verbunden ist. Au^ einer der 
ersten Hauptseite gegenOberliegenden zweiten Haupt- 
sette des Tragers 19 1st eine Metanisierung 13 aufge- 
braci,t.Dieiyflelallis.erung13bildetdiespaiervonauBen 

zugangiichen KontaWe des Chlpmoduls 16. Die Melal- 
lisierung 13, die Qblicheweise aussechsoderachtyon- 
einander elektrisch getrennten KontaWflichen be^ht. 
ist Qber Bonddrahte 11 mit Kontaktpads des Halble.ter- 
chips 9 verbunden. Die Bonddr&hte 11 sind dabe. durch 
Ausnehmungen 14 in demTrager 19 Wnd"rch ge^^^^^^ 
Fur einen mechanischen Schutz des Halbleiterchips 9 
undderBonddrahtellistaufderers^enHaupteejtee^^^ 
VerguBmasse 15 aufgebracht, die den Halbleiterchip 9 
und die Bonddrahte 11 umgibt. 
[00031 Das in der Rgur 8 gezeigte Chipmodul 1 6 wird 
in einem sog. -Reel-to-Reel"-Verfahren hergestellt. Be. 
diesem Verfahren wird ein Clip-Tragetband aus Epo. 
xydharz bereitgestellt, das zwischen zwe. Rollen ate 
Endlosband lauft. Das TrSgerband 17 ist dabei 'n der 
Regel nach dem JEDEC-Standard ausgebildet^ Dies 
bedeutet, das Tragerbandweist eine Breite von etwa35 
mm auf. Ein Ausschnitt aus einem derartigen Trager- 
band ist in der Figur 7 dargestellt. Das Tragert)and 17 
weist entlang seiner Rander FQhrungslocher 1 8 auf . mtt 
denendasTragerband17transponiertwerdentenn.ln 

einem ersten Herstellprozess wird das J«9e*and 1 7 
mit den Ausnehmungen 14. z.B. durch Stanzen. verse- 
hen AnsohlieBend wird auf die zwelte Hauptseite die 
Metanisierung 13. z.B. eine K"Ptert«schle~ng. a^^^ 
bracht und anschlieSend photolithographlsch strulrtu- 
rier^sowle oberfiachenveredelt (Nl An). Die Breite y (35 
mm) eriaubt es. zwei 

Module nebeneinander und beabstandet auf dem Tra- 
qerband 17 vorzusehen. In den nachsten sogenannten 
Modulmontage-Verfahrensschritten werden auf der er- 
sten Hauptseite die Halbleiterchips 9 aufgebracht. An- 
SieBendwerden die Kontaktpads der Halbleiterchips 

mit der Metailisierung 13 durch die Ausnehmurigen hin- 
durch miteinander verbunden. AbschlieBend erfolgldas 
UmgieBen mit einer VerguBmasse. SchHeBlich werden 
die fertlggestellten Chipmoduie 16. z.B. durch Sagen 
Oder Stanzen, vereinzelt. 

[0004] Die eben beschriebenen Verfahrensschntte 



werden an verschiedenen Beaibeitungsstadonen aus- 
^SrtDleBearbeitungsstationenbeflndens^^^^^^^ 
entlang derx-Achse desTragerbandes 17. DasTrager 
band 17 Wird entlang der x-Rtehtung an den e^nzelnen 
5 Bearbeitungsstationen vorbei gefOhrt. wobei diese par- 
allel arbeiten konnen. ^ 
rooosi Bei einem einseitig metalllsierten Trager muB 
ile Verbindung zwischen dem H^lbleiter und der Metai- 
lisierung mittels Bonddrahten vorg«nornmen werten^ 
10 Da der Verfahrensschritt des Bondens Temp«raturen 
von > 150- Celsius mitsich bringt, istes no*''^"*?' ^ 
Mrterial des Trigers temperatu*estandg bez^^^^^^ 
dieses Verfahrensschrittes auszufuhren. Die daduich 
bedingte Verwendung von Epoxydharz. das die gefo - 
15 Sen Eigenschaften erfOllt. wirkt sich jedoch preistrei- 
bendaufdieStOckkosteneinesChipmodulesaus. 

Mit dem bekannten Herstellungsverfahren ist 
Wauch maglteh. einen Trager. der beidsettig metaH I- 
Jert und du^^hkontaktiert ist. herzustelien. Ein derarti- 
20 Smodul zum Einsatz in einer Chipkarte ist b^- 
spieisweise aus der EP 0 071 311 A2 
Rgur 2 dieser Druckschrift ist ein '"tegf ^er Baus^«n 
S^r seine Kontaktelemente mtt den Anschlu^telten 
von Leitert,ahnen verbunden. die ^^f"^!^^^^^^ 
2S Kunststoff-Folie aufgebracht sind. Die Ku^o«-Fohe 
ist dabei beidseitig kupferkaschlert. durchmetall«rfert 
und mit entsprechenden Kontakten auf der zweiten 
Hatpteeite der Kunststoff-Folie zur AuBenwelt verse- 
^e7?ur Erhohung der Festigkeit des integrienen Bau- 

30 Steins auf der Kunslstoffolle ist ^^f-^^^Z.^^- 
rendenundaushartendenKunststoff-bzw.VerguBmas- 

roooT'an zweiseitig metaliisierterTrager wird hi der 
Praxisseftenven.endet.dadieserbeieinerHe.stelUi^^^^ 
35 mit dem beschriebenen J^DEC-Standart geg^^^^^ 
einem einseitig metalllsierten Trager unverh&ltnismaBig 

Srosr' Die Aufgabe der voriiegenden Efin^u^S 
steht nunmehr darin. ein Herstellungsverfahren fur e.n 
.0 SSmodul. das fQr den Einsatz in ^"er ChiPk^^^^^^^^ 
dacht ist bereft zu stellen. das die bei den bekannten 
SteSngsverf ahren aus dem Stand der Technik ge- 
nannten Nachteile nicht aufwelst. ^ 
[0009] Diese Aufgabe wird durch die Mertwnale des 
45 "alentenspniches 1 gel6st. Ert'"«^""9=97f ^j^^^ 
Herstellungsverfahren von der Ausgestaltung d^«^ 
chiaen TrSgers gepragt. der eine erste und eine zweite 
HafpuS'aufwlist. bei dem auf der ersten HaupUe-te 
eine Vielzahl an ersten 
50 zweiten Hauptseite eine entsprechende Anzahl an 
zweiten Metallisleningen vorgesehen ist. wobe. d^ ia- 
ter^lenAusdehnungendesfiachlgenTragersderartbe- 

messen sind. daB der fiachige Trager von einem SMD- 
BestOckungsautomatenweiterbearbeitet werden kann. 
55 pMoI .reegensatzzum Stand der Technik warden 
die Metallisieningen nicht auf einem Tragerband ganaB 
dem JEDEC-StandaitJ aufgebracht. sondem auf emem 
t^Siigen Trager. der eine an SMD-BestOckungsauto- 
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maten angepaBte GroBe aufweist. Hlerdurch konnen 
die Kosten zur Herstellung eines Chipmoduls wesent- 
llch red^iiefl: warden . da mittels eines Standard-SMD- 
BestuaRoi^gsautomaten eine wesientiich hohere Anzahl 
an Chlpmodulen gefertigt werderi kann. Bei einem Reel- 
to-Reel-Verfahren konnen derzeitca. 6000 Chipnnodule 
hergestellt werderi. Elh SMD-Bestuckungsautonnat ist 
hingegen In der Lage, ca. 60.000 Chipmodule pro Stun- 
de zu fertigen. Dies Ist dadurch bedingt, daB dieser ver- 
fahrensbedingt einen wesentlich h6heren Durchsatzer- 
mogiicht. Weiterhin konnen die Herstellungskosten fur 
ein Chjpmodul dadurch gesenkt werden, daB die in el- 
ner Fertigurigsst&tte bendtigten rdumlichen DImenslo- 
nen fur einen SI^D-Bestuckungsautoniaten wesentlich 
geringersind, als wenn mittels einerherkSmmlichen Re- 
ei-to-Reel-Verartoeitungslinle der gleiche Durchsatz er- 
ziett werden wollte. Der flftchige Trdger enndglicht es 
nunmehr in vortelihafter Welse. daB nicht nur zwel Me- 
lallisierungen nebeneinander auf dem Trager angeord- 
net werden konnen, sondem je nach den AbmaBen des 
flachigen Tragers eine wesentlich hohere Anzahl an Me- 
taliisierungen nebeneinander angeordnet werden kann. 
[001 1 ] Vorteilhafterweise besteht der f Ifichige Trager 
aus einem thermoplastischen Kunststoff oder Papier. 
Dadurch, daB derflachige Trager beldseitig metallisiert 
ist, wird die elektrische Verbindung zwischen dem Halb- 
leiterchip und der ersten Metallisierung nIcht mehr mit- 
tels Bonddrahten, sondem belsplelsweise uber eine 
Flipchip-Kontaktierung hergestellt. Hierbei treten we- 
sentlich geringere Verarbeitungstemperaturen auf. So- 
mrt Ist es moglich, als Tragemnaterial ein kostengunsti- 
geres Material einzusetzen. Hierduich konnen die Her- 
stellungskosten des Chipmoduls verringert werden. Zu- 
dem emnoglicht es eine Flipchip-Kontaktierung in vor- 
teilhafter Weise, die Bauhohe des Chipmoduls zu ver- 
ringem. Es kann sich hierbei zudem der Schritt des Unv 
gieBens des Halblelterchips mit einer VerguBmasse ge- 
spart werden, da die elektrische Verbindung zwischen 
dem Halblelterchip und der ersten Metalllslerung me- 
chanisch nicht beschadigt werden kann. 
10012] Als Kunststoff konnen z.B. ABS, PET. PVC 
Oder PC venwendet werden. Die Venwendung eines 
themioplastischen Kunststoffs bringt weiterhin den Vor- 
teil mit sich, daB die Verbindung des Chipmoduls mit ei- 
ner Chipkarte besonders eintach ist. Dies liegt daran, 
daB auch die Chipkarte aus einem thenmopiastischen 
Kunststoff besteht und somit die Veibindung zwischen 
dem Modul und der Chipkarte beispieisweise durch 
HeiB/Kaltkleben, SchweiBen oder eine Ultraschallver- 
bindung hergestellt werden kann. Ein thenmoplastischer 
Kunststoff welst weiterhin den Vorteil auf, daB dieser 
elektrisch isolierend ist. Auf diese Welse kann ein Kurz- 
schluB zwischen der ersten und der zwelten Metalllsle- 
rung vermieden werden. 

[0013] Vorteilhafterweise sind einander zugeordnete 
erste und zweite Metaliisierungen Qber Durchkontaktie- 
rungen in dem flachigen Trager miteinander elektrisch 
verbunden. Die zweiseitige Metallisierung des Trtgers 



entspricht somit einer Umverdrahtung. Dies emnoglicht 
eine besonders einfache Herstellung eines Chipmo- 
duls. 

[0014] Die zwelten Metaliisierungen weisen vorteil- 

5 haften^relse zweite Kontaktflichen auf, die fur eine ex- 
teme Kontaktierung vorgesehen sind. Die zweite Metal- 
lisierung wird dabei vortelihaftenAfeise nach einerii ISO- 
Standard ausgebildet. Eine Metallisierung kann dahn 
acht Oder sechs Kontaktfldchen aufwisisen : 

10 [0015] Die ersten Metaliisierungen weisisn vorteilhaf- 
terweise erste Kontaktflachen auf, die derart: arigeord- 
net sind, daB diese beim Aufbringen eines Halblelter- 
chips auf die erste Hauptseite des flSchigen Triigers mit 
Kontaktflachen des Halblelterchips auf einander treff en. 

15 Hlerdurch ist kelne zusatzliche Umverdrahtung notwen- 
dig. Der Trager ubemimmt die Aufgabe der Umverdrah- 
tung. Vor dem AufelnandertDringen deis Halblelterchips 
mit den ersten KontaktfiSchen werderi die Kontaktfla- 
chen des Halblelterchips vorteilhaftenivelse mit einer 

20 Nickel^Gold-Legierung versehen. Dadurch wird zum ei- 
nen die Verbindung mit der ersten Kontaktflache ver- 
bessert, zum anderen wird eine Korroslon dieser elek- 
trischen Verbindung verhlndert. Die ersten Kontaktfla- 
chen der ersten Metallisierung konnen beliebig gestaltet 

25 sein. Vorteilhafterweise werden sle besonders groB 
ausgefuhrt, so daB die Vertaindung mft den Kontaktfla- 
chen des Halbleiterchips einfach vorzunehriien Ist. 
[0016] Alternativ kann die zweite Metallisierung zwei- 
te Kontaktflachen aufweisen. die zur Verbindung mit ei- 

30 ner Spule zur kontaktlosen Datenubertragung vorgese- 
hen sind. Die Spule kann dabei auf eiriem zweiten, fla- 
chigen Trager vorgesehen sein. Die Erfihdung ermog- 
licht es, auch welt ausetnander liegende Spulenenden 
mit dem Halbleiterchip zu verbinden, wobel eine zwel- 

35 seitige Metallisierung mit einer Durchkontiaktierung 
nicht auf dem flachigen Trager, auf dem die Spule auf- 
gebracht ist. vorgenomrifien werden muB. Die Durch- 
kontaktierung erfolgt vielmehr in derri ierfihdurigsgema- 
Ben flachigen Chipmodultrager, wodurch die Herstel- 

40 lungskosten einer kontaktlosen Chipkarte drastisch re- 
duziert werden konnen. 

[0017] In einer Ausgestaltung der Erflndung sind die 
ersten und die zwelten Metaliisierungen in einem Raster 
angeordnet und durch Trenngebiete voneinander beab- 

45 standet Die rasterfdrmlge Anordnung der Metaliisierun- 
gen ermdgllcht das schnelle Ariseiten eines SMD-Be- 
stOckungsautomaien, der nach dem Collect-and-Place- 
Verfahren Halblelterchips auf jewelllge erste Metallisie- 
mngen aufbringen kann. Die einfache geometrische An- 

50 ordnung der Metaliisierungen, vorteilhafterweise In ei- 
nem orthogonalen Raster, ermSglicht dann ein k>eson- 
ders schnelles Bearbeiten. 

[001 8] Vorteilhaftenwelse welst der flSchige Triger ei- 
ne GroBe von 368 x 460 mm auf. Diese GroBe entspricht 
55 den derzeit gan^gen AbmaBen, die mit Standard-SMD- 
BestOckungsautomaten verarbeltet werden kdnnen. 
Auf einem derart ausg^ildeten fifichtgen Trager kdn- 
nen. je nach Gestaltung. ca. 700 ISO-Standard-Chip- 
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module, von denen jedes acht Kontaktflichen aufweist, 
vorgesehen warden . Altemativ ware auch denkbar, statt 
dieses Formates Endlosbdgen oder andere Formate zu 
verwenden. 

[0019] Die rasterfdrmige Anordnung der Metallisie- 
rungen, die der Flache eines Chlpmodules entspre- 
chen ermogiicht eine besonders einfache und kosten- 
gQnstigesowie umweltfreundliche Herstellung. Bei der 
Metallisierung wird der flachige Trager ganzflachig mit 
Kupfer Oberzogen. AnschlieBend wird diese Schicht 
photomaskiert und geatzt. Da bei dertiachigen Anord- 
nung der Metailisierungen nur wenig nicht-metallisierte 
Flachen verbleiben, muB nur wenig Kupfer abgeatzt und 
Ins Abwasser gespult werden. Nach der Kupfennetalli- 
sierung, kann dann eine Veredelung in gewohnter Art 
und Weise erfolgen. 

[00201 Das erfindungsgemSBe Heistellungsverfah- 
ren wird mit den Merkmalen des Patentanspruches 9 
beschrleben. Das erfindungsgemaBe Hersteliungsver- 
fahren umfaBt dabei folgende Schritte: 

a) Bereitstelien elnes flachigen Trfigers. der beid- 
seitig eine gleiche Anzahl an ersten und zweiten 
Metailisierungen aulweist, wobei der flachige Tra- 
ger laterale Ausnehmungen aufweist, so daB dieser 
von einem Standard-SMD-Bestuckungsautomaten 
bearbeitbar ist. 

b) Bereitstelien einer der Anzahl der Metailisierun- 
gen entsprechenden Anzahl an Halbleiterchips mit 
Kontaktflachen. 

c) Aufbringen der Halbleiterchips auf den flachigen 
Trager. 

d) Herstellen einer elektrischen Verbindung zwi- 
schen dem Halbleflerchip und der Metallisierung. 

e) Verelnzein der durch eine erste und eine zweite 
Metallisierung, einen Ausschnitl aus dem flachigen 
Trager und den Halbleiterchip geblldeten Chipmo- 
dule. 

[0021] Das Herstellungsverfahren fOr ein Chipmodul, 
das als Ausgangsprodukt einen flachigen Trftger mft ei- 
ner Vielzahl an entsprechenden Metailisierungen auf- 
weist, die spfiter Jewells Tell elnes Chlpmodules sind, ist 
deshaib besonders einfach, da aus der Spulenfertigung 
fiir eine kontaktiose Chipkarte die Venwendung yon 
Kunststoff-Bogen mit aufgeatzter Spule bekannt sind. 
Auf diesen Kunststoff-Bogen wird der Antennentrager 
als Inlay herausgestanzt. Der Kunststoff-Bogen wird an- 
schlieBend vollflachig mit Kupfer auflaminiert und an- 
schlieBend strukturiert. Das aus der Antennenfertigung 
bekannte Herstellungsverfahren kann unverandert fQr 
die Herstellung des zweiseitig metalllsierten Tragers 
verwendet werden. Dadurch, daB die -Packungsdlchte" 
der Metallislemngen auf dem flachigen Trager jedoch 



sehr hoch ist. so daB nur wenig nicht nutzbare Flachen 
verbleiben. Ist eine groBe Erspamis bezQglich der Her- 
stellungskosten mogllch. 

[0022] In einem welteren Verfahrensschntt werden 
5 die Halbleiterchips durch einen SMD-Bestuckungsauto- 
maten auf dem flachigen Trager auf gebracht. Da SMD- 
BestQckungsautomaten gegenuber einem Herstel- 
lungsverfahren nach dem Reel-to-Reel-Verfahren we- 
sentlich schneller arbeiten, konnen in der gleichen Zeit 
10 wesentiich mehr Chipmodule gefertigt werden. 

[00231 Die Kontaktflachen des Halbleiterchips wer- 
den vorteilhafterweise bereits im Waferverbund mit ei- 
ner Nickel-Gold-Legiewng chemisch behandelt. 
[00241 In einem welteren Verfahrensschntt wird das 
15 vereinzein der Chipmodule durch Schneiden oder Stan- 
zen vorgenommen. 

IP0251 Die Erf Indung und weitere Vorteile werden an- 
handdernachfolgenden Figuren nahererlautert. Eszei- 
gen: 

Figurl eine Draufsicht auf die zweite Hauptselte 
des flachigen Tragers. 

Rgur2 eine Dmufsicht auf eine zweite Metalllsie- 
25 rung, 

Figur 3 eine Draufsicht auf eine erste Metallisierung, 
Fiaur4 ein Chipmodul Im Querschnitt mit einem 
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nach der Erfindung ausgestalteten Trager. 

Rgur 5 eine Draufsicht auf die zweite Hauptselte ei- 
nes erfindungsgemaBen Tragers, der zur 
Verbindung mil einer Spule vorgesehen ist, 

Figur 6 einen Querschnitt auf eine Tragerlage mft ei- 
ner Spule und einem erfindungsgemaB aus- 
gebildeten Trager, 

40 Figur 7 ein aus dem Stand der Technik bekanntes 
Tragerband mit zwei nebeneinander aufge- 
brachten Metallislemngen und 

Rgur« ein aus dem Stand der Technik bekanntes 
45 Chipmodul Im Querschnitt. 

[00261 Rgur 1 zeigt den erfindungsgemaBen flachi- 
gen Trager in einer Draufsicht auf die zweite Hauptsefte. 
Die lateralen AbmaBe des flachigen Tragers 1 sind mit 

50 X und y bezeichnet. Die lateralen AbmaBe x,y konnen 
prinzlpiell beliebig seln. Wesentiich dabei ist. daB die la- 
teralen AbmaBe dergestalt sind, daB derflachigeTrfiger 
von einem SMD-Bestuckungsautomat bearbeitet wer- 
den kann. Das derzeit g§ngige Fonmat betragt 368 x 460 

55 mm fur den flachigen Trager. Bei diesem AbmaB ist es 
mogllch, ca. 700 zweite Metailisierungen 5 auf dem f la- 
chigen Trager vorzusehen. Soil das zu fertigende Chip- 
modul in einer kontaktbehafteten Chipkarte eingesetzt 
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werden , so ist jede zweite Metal lisierung 5 beispielswei- 
se nach dem ISO-Standard ausgebildet. In diesem Fail 
welst Jede zweite Metalllslerung sechs Oder acht Kon- 
taktflachen auf . Auf der RCickselte ist jeder zvyeiten Me- 
tallislerung 5 eine erste Metalllsierung 4 (verglelche Fl- 
gur 3) zugeordnet. Jede erste und jede zweite Metalll- 
sierung ist uber Durchkontaktierungen elektrisch mitein- 
ander verbunden. Die erste Metalllslerung 1st derart 
ausgestaltet, daB die Kontaktflachen mit den Kontakt- 
fiachen eines Halbleiterchips direkt, d.h. ohne Bond- 
drahte, mitelnander verbunden werden konnen. 
[0027] Die Figur 2 zeigt eine Draufslcht auf dj^ zweite 
Hauptseite eines aus dem flSchigen TrSger verelhzetten 
Tragers. Die zweite Hauptseite 3 belnhaitet die zweite 
Metallisierung, die \n\ voriiegenden Beisplel acht zweite 
Kontakttlachen 7 aufweist. Die acht Kontaktflachen 7 
sind nach denn ISO-Standard angeordnet und elektrisch 
voneinander getrennt. 

[0028] Die Figur 3 zeigt eine Draufsichl auf die erste 
Hauptseite, d.h. die Ruckseite von Figur 2. Hierbei wird 
die Ausgestaltung der ersten Metallisierung 4 ersicht- 
llch. Die erste Metalllslerung 4 weist erste Kontaktfla- 
chen 6 auf, die mit Kontaktflachen eines Halbleiterchips 
verbunden werden. Ober Leiterzuge 21 ist jede erste 
Kontaktflache 6 mit einer Durchkontaktierung 8 verbun- 
den, die einen elektrischen Kontakt zu einer zugeord- 
neten zweiten Kontaktflache 7 aus Figur 2 herstellt. Der 
Trager ubemimmt somrt fOr deh Haibleiterchip eine Um- 
verdrahtung. Die elektrische Verbindiing der ersten und 
der zweiten Kontaktflachen 6,7 kann auf verschiedene 
Arten erfolgen. Entweder werden in den flSchigen Trfi- 
ger 1 an den Stellen der Kontaktflachen Lochergestanzt 
und beispielsweise mit Leitpaste ausgefOllt. Altemativ 
konnte die Durchkontaktierung auch nach der sog. 
"Blackhole"-Methode erfolgen. Hierbei wird Kohlenstoff 
In den ausgestanzten Lochem abgeschieden und an- 
schlieSend Kupfer abgeschieden. 
[0029] Die Figur 4 zeigt in einem Querschnitt ein Chip- 
modul 26, das auf einem erflndungsgemaBen flachigen 
Trager 1 hergestellt wurde. In der Figur wird die raunv 
liche Anordnung der ersten und der zweiten Kontaktfla- 
chen 6.7 zueinander deutlich. Auf der zweite Hauptseite 
des flachigen Trfigers 1 , von dem in der Figur nur die 
Bereiche eines einzelnen Moduls dargestellt sind, weist 
auf der zweite Hauptseite die zweiten Kontaktflachen 7 
auf. DIese stnd Qber Durchkontaktierungen 8 und Lett- 
zuge21 mit den ersten Kontaktflachen 6 verbunden. Ein 
Haibleiterchip 9, der Kontaktflachen 1 0 aufweist. Ist mit 
diesen mit den ersten Kontaktflachen 6 verbunden. Der 
zwischen der ersten Hauptseite 2 und dem Haibleiter- 
chip gebildete Zwischenraum kann mit einem "Underf il- 
ler" ausgefullt werden. 

[0030] Figur 5 zeigt eine Draufsicht auf die zweite 
Hauptseite 3 eines Chipmoduls 26, bei dem Metailisie- 
rungen zur Kontaktierung mit einer Spule ausgestaltet 
sind. Auf der zweiten Hauptseite 3 sind zwei gegenCttser- 
liegende zweite Kontaktflachen 7 vorgesehen. Diese 
sind jeweits uber Durchkontaktierungen 8 und Leiter- 



bahnzuge 21 mit ersten Kontaktflachen 6 (strichliert dar- 
gestellt) verbunden. Die ersten Kontaktflachen 6 dienen 
dazu, einen elektrischen Kontakt zu einem Haibleiter- 
chip 9 (strichliert dargestellt) herzustellen, der auf die 
5 erste Hauptseite 2 aufgebracht wird. 

[0031] Die Anordnung der elektrischen Kontakte fur 
eine Spule vvird aus der nachfolgenden Figur 7 besser 
deutlich. Die Figur 7 zeigt einen Querschnitt durch eine 
Tragerlage 25, auf der eine Spule 22 aufgebracht ist. 
10 Die Spule 22 kann beispielsweise aufgeatzt oder voil- 
fiachig mit Kupfer laminiert und anschlieBend struktu- 
riert Oder mitteis einer leitfahigen Paste und anschlie- 
Bender Bekeimung auf die Trageriage 25 aufgebracht 
wbrden seln. In der voriiegenden Figur weist die Spule 
IS 22 drei Spulenwindungen 24 auf. Die SpUlenanschlOsse 
23 kommen in der voriiegenden Figur auf der linken Sei- 
te der Tragerlage 25 zum Llegen. 
[0032] Im Stand der Technik war es blsher Qblich. den 
Haibleiterchip direkt auf der Tragerlage 25 aufzubrin- 
20 gen. Urn einen KurzschluB zu vermelden, war es des- 
halb notwendig, einen der Spulenanschlusse uber eine 
Durchkontaktiemng auf die der Spule gegenuber lie- 
genden Seite der Trageriage 25 zu fOhren und an einer 
anderen Stelle wiederum mitteis einer Durchkontaktie- 
25 rung auf die Seite der Spule zu fOhren. Da eine derartige 
Durchkontaktierung jedoch teuer ist, ist es vorteilhafter, 
die Durchkontaktierung auf dem flachigen trager der 
Chipmodule durchzufuhreri. da dort: die Paclcurigsdichte 
wesentlich hoher ist und somit eine kbsterigOnstigere 
30 Fertigung ermogiicht wird. Aus der Figur 6 wird nunmehr 
deutlich, daB die Umverdrahtung zu deri Kontoktf lachen 
10 des Halbleiterchips 9 nicht in der Trageriage 25. son- 
dern mitteis eines der erflndungsgemaBen Trager vor- 
genommen wird. Dieser weist auf der zweiten Hauptfla- 
35 Che zweite Kontaktflachen 7 auf, dje mit den Spulenan- 
schlussen 23 vert^unden werden. Uber Durchkontaktie- 
rungen 8 und Leiterzuge 21 wird dann uber erste Kon- 
taktflachen 6 der elektrische Kontakt zu den Kontaktfla- 
chen 10 des Halbleiterchips 9 hergestellt. 
40 [0033] Der flachige Trager 1 wird vorteilhafterweise 
aus einem themioplastischen Kunststoff hergestellt, Es 
ist jedoch auch die Verwendung von Papier denkbar. auf 
dem die strukturierten Metallisleaingen In Addetivtech- 
nik Oder Laminiertechnik aufgebracht werden. Die Ge- 
43 samtdlcke des Moduls Ist abhangig von den elngesetz- 
ten Materiallen. Ein aus einem thermoplastlschen 
Kunststoff hergestellter fiachiger Trager hat ublicher- 
weise eine DIcke von 150 bis 200jim. wobei die Vert^in- 
dungstechnik mit der Metallisierung bereits eingerech- 
50 net ist. Die Dicke eines Halbleiterchips betragt ublicher- 
weise zwischen 1 20 und 185jun. Somit sind bei der Ver- 
wendung von Standardnrwterialen bereits Moduldteken 
von 270 bis 3B5^ni realisiertsar. Die Dteke der Im Stand 
der Technik verwendeten Chipmodule, wie es in Rgur 8 
55 l3eschrieben 1st, betragt beim Vorsehen einer 
VerguBmasse um den Haibleiterchip ca. 500^. Wird 
eine UV-Abdeckung vorgesehen. betragt die Dicke ca. 
580^m. Die Verwendung des erfindungsgemaBen fia- 
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chlgen Tragers ermoglicht neben auBerordentlich ho- 
hen Kosteneinsparungen somit auch die Herstellung 
besondere dunner Chipmodule. Diese weisen den Vor- 
teil auf . daB sle gegenOber mechanischen Biegebean- 
spruchungen, wie sie im tSglichen Einsatz bei einer 
Chipkarte vorkomnnen, nicht so anfallig sind. 
[0034] Da die Kosten bei der Herstellung eines Chip- 
moduls im wesentlichen von den TrSgerbandkosten be- 
stimmt sind (diese machen etwa 60 % der Materialko- 
sten aus) 1st die Verwendung eines g§ngigen themno- 
plastischen Kunststoffmaterials als flachiger Trager fCir 
die Chipmodule gegenuber einem aus Epoxydharz be- 
stehenden Tragerband vorteilhaft, urn eine starke Ko- 
stenreduzierung zu erzielen. 
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26 
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bemessen sind. daB derflachigeTr§gervon einem 
SMD-BestOckungsautomaten welter verarbeitet 
werden kann. 

5 2. Flachiger Trager nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, daB 
der flachige Trager aus einem thernioplastischen 
Kunststoff Oder Papier besteht 

10 3. Flachiger Trager nach Anspruch 1 oder 2, 
daduich gekennzeichnet, daB 
einanderzugeordnete erste und zweite Metallisie- 
rungen (6,7) Qber Durchkontaktieaingen (8) in dem 
flachigen Trager (1) miteinander eleklrisch veibun- 
den sind. 

4. Flachiger Trager nach einem der AnsprQche 1 bis 3. 
daduich gekennzeichnet, daB 

die ersten Metallisierungen (4) erste Kontaktfla- 
chen (6) aufweisen, die derartangeordnet sind, daB 
diese beim Aufbringen eines Halbleiterchips auf die 
erste Hauptseite (2) des flachigen Tragers (1) mit 
Kontaktfiachen (10) des Halbleiterchips (9) aufein- 
andertreffen. 

5. Flachiger Trager nach einem der Anspruche 1 bis 4 
dadurch gekennzeichnet, daB 
die zweiten Metallisierungen (5) zweite Kontaktfia- 
chen (7) aulweisen, die fOr eine exteme Kontaktle- 
rung vorgesehen sind. 

6. Flachiger Trager nach einem der AnsprQche 1 bis 5. 
dadurch gekennzeichnet, daB 
die zweite Metallisierung (5) zweite Kontaktfiachen 
(7) aufweist, die zur Veibindung mit einer Spule (22) 
zur kontaktlosen DatenQbertragung vorgesehen 
sind. 

7. Flachiger Trager nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
daduich gekennzeichnet, daB 

die ersten und die zweiten Metallisierungen (4,5) in 
einem Raster angeordnet sind und durch Trennge- 
biete voneinander beabstandet sind. 

8. Flachiger Trager nach einem der AnsprQche 1 bis 7, 
daduich gekennzeichnet, daB 

der flachige Trager (1) eine GroBe von 368 x 460 
mm aufweist. 
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PatentansprOche 

1 . Flachiger Trager, insbesondere fur ein Chipmodui 
(26) fur den Einsatz in Chipkarten mit einer ersten 
und einer zweite Hauptseite (2.3). bei dem auf der 
ersten Hauptseite (2) eine VIelzahl an ersten Metal- 
lisierungen (4) und auf der zweiten Hauptseite (3) 
eine entsprechende Anzahl an zweiten Metallisie- 
rungen (5) vorgesehen ist, wobei die lateralen Aus- 
dehnungen (x.y) des flachigen Tragers (1) derart 



50 9. Herstellungsverfahren fOr ein Chipmodui. insbe- 
sondere fQr eine Chipkarte. das folgende Schritte 
umfaBt: 

a) Bereitstellen eines flachigen Tragers (1), der 
55 beidseitig eine glefche Anzahl an ersten und 

zweiten Metallisierungen (4.5) aufweist. wobei 
der flachige Trager (1) Iaterale Ausdehnungen 
aufweist. so daB dieser von einem Standard- 
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SMD-BestOkkungsautomaten verarbeitbar ist. 

b) Bereitstellen einer der Anzahl der Metallisle- 
rungen (4,5) entsprechenden Anzahl an Halb- 
leilerchips (9) mit Kontaktflfichen (10). s 

c) Aufbringen der Halblelterchips (9) auf den 
fiachigenTrager(l). 

d) Hersteilen einer elektrischen Verbindung '0 
zwischen dem Haibleiterchip und der Metalli- 
sierung. 

e) Vereinzeln der durch eine erste und eine 
zweite Metallisierung (4,5), einen Ausschnitl 
aus dem f lachigen Trager (1 ) und dem Halbleh 
terchip (9) geblldeten Chlpmodule (16) . 



10. Herslellungsverfahren fQr ein Chipmodul nach An- 
spruch 9, ^ 
dadurch gekennzeichnet, da3 

die Haibleiterchlps (9) durch einen SMD-Bestuk- 
kungseutomaten auf den flfichigen Trdger (1) auf- 
gebracht werden. 

25 

11. HersteUungsverfahren fur ein Chipmodul nach An- 
spruchQoder 10, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

die Kontaktflachen (10) des Haibleiterchlps (9) be- 
reits im Waferverbund mit einer Nickel-Gold-Legie- 30 
rung chemisch behandett werden. 

12. HersteUungsverfahren fQr ein Chipmodul nach ei- 
nem der Anspruche 9 bis 11 , 

dadurch gekennzeichnet. daB ^ 

das Vereinzeln der Chlpmodule durch Schneiden 
Oder Stanzen vorgenommen wird. 
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